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A. BADZIAN, A. KŁOKOCKI: Metoda badań rentgenowskich struktury pasmowej ciał 
stałych na przykładzie miedzi 
W pracy opisana jest metoda pomiaru widm rentgenowskich za pomocą jednokrystali-
cznego spektrometru w zastosowaniu do badań pasm walencyjnego i przewodnictwa 
ciał stałych. Przedmiotem analizy jest pasmo walencyjne miedzi, związane z linią 
CuK;f2,5. Dokonane jest porównanie z widmami fotoemisji i teoretyczną funkcją gęs-
tości stanów. 

E. OTTO, A. HRUBAN, W. Mechaniczno-chemiczne polerowanie mono-
krystalicznych płytek związków / I B ^ 
Przeprowadzono badania procesu obróbki mechanicznej płytek GaAs i GaP o orien-
tacji (111) i (100). 
Zbadano wpływ parametrów cięcia i szlifowania na głębokość warstwy uszkodzonej 
oraz określono optymalne warunki tego procesu. Dokonano porownania procesu pole-
rowania mechanicznego i mechaniczno-chemicznego pod kątem jakości uzyskiwanej 
powierzchni. 

T. J. CHRUŚCIŃSKA: Oznaczanie sodu i potasu w tlenkowych związkach rutenu me-
todą płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej 
Przedstawiono metodę oznaczania zawartości sodu i potasu rzędu 10"^% w dwu-
tlenku rutenu orazrutenianach ołowiu i bizmutu metodą płomieniowej emisyjnej spek-
trometrii atomowej. 
Próbki trawiono 6 M HCI. Oznaczenia prowadzono w roztworze 0,24 M HCI za pomocą 
przyrządu skonstruowanego we własnym zakresie przez dołączenie fotometru płomie-
niowego Zeissa Model III do spektrografu ISP-51 sprzężonego z przystawką fotoelek-
tryczną FEP-1 (fotopowielacze FEU-17 i FEU-22). 

K. MAZUR, W. WIERZCHOWSKI: Badanie powstawania dyslokacji niedopasowania 
w krzemowych warstwach epitaksjalnych 

Badano powstawanie dyslokacji niedopasowania w silnie domieszkowanych borem 
warstwach epitaksjalnych w funkcji grubości warstwy i niedopasowania sieciowego. 
W badaniach zastosowano rentgenowskie metody topograficzne i pomiary krzywych 
podwójnego odbicia na rentgenowskim spektrometrze dwukrystalicznym. Przedysku-
towano dokładność oceny niedopasowania sieciowego na podstawie badań spektro-
metrycznych. Potwierdzono możliwość powstawania dyslokacji niedopasowania 
w krzemowych warstwach epitaksjalnych zgodnie z modelami Matthewsa. Ustalono, 
że poniżej liczonych według tych modeli warunków granicznych nie następuje gene-
racja dyslokacji niedopasowania. Uzyskane wyniki wskazują, że powstawanie dyslo-
kacji niedopasowania powyżej warunków krytycznych uwarunkowane jest obecnością 
w warstwie dyslokacji tak, że przy odpowiednim prowadzeniu procesu epitaksjalnego 
jest możliwe znaczne przekraczanie warunków krytycznych bez powstawania dyslokac-
ji-

K. BZIAWA, J. SENKARA: Otrzymywanie porowatych spieków wolframowych i mo-
libdenowych 
Przedstawiono metodę otrzymywania porowatego wolframu i molibdenu, opierającą 
się na zastosowaniu w charakterze środków porotwórczych domieszek tlenków wol-
framu i molibdenu. W wyniku procesów redukcji tlenków w wypryskach i spiekania 
aktywowanego w suchym i czystym wodorze, otrzymać można porowate materiały 
o dobrych własnościach mechanicznych i regularnym rozkładzie porów (do 60% 
obj.). Porowaty wolfram lub molibden, otrzymany przedstawioną metodą, może być 
stosowany do produkcji kompozytów typu metal-metal metodą nasycania. 

http://rcin.org.pl



M A T E R I A Ł Y E L E K T R O N I C Z N E Nr 1 (29) - 1980 

K. ROSZKIEWICZ, A. BHZOZO\NSKi: Pfiosfjnorus contentprohle measurement in GaAs! xPx epi-
taxial layers, based on the photovoltaic phenomenon 

A new method measurement of „ x " coefficient in GaAsi x Px epitaxial layers, based on the photo 
voltaic phenomenon, is presented. 
The phosphorus content profile measurements on the surface and against depth of the epitaxial 
layers were performed and the results were compared with those obtained by the X - ray mikroa 
nalysis method. 

M. KUSOWSKI, S. PEŁCZYŃSKA, H. MOGIELNICKI, H. BLIŹNIAK: Refining of bismuth by zonal 
melting method 

Research of bismuth refining efficiency during zonal melting process with the application of in 
ductive heating was the subject of the work. The distribution of impurities in ingots was determi-
ned on the base of sampling analysis. It was found by mass spectrometry analysis that B, F, Si, P, 
S, CI, Cr and Ti impurities moved on the direction of the zone' moving. 
The concentration of Sb, Fe and other impurities mentioned above limits refining efficiency and 
possibility to obtain the highest purity bismuth. 

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MRÓWCZYŃSKI:/I method of calculation of the thicknes of 
light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate by dip-coating technique 

The paper is a trail of calculation of the thickness of photoresist layer, which remains on coated 
plate, first of all on metallic surfaces, when dip-coating technique is used. Proposed mathematical 
dépendance letscalculate the thickness of photoresist layer in every point of the coated plate, and 
that is especially interesting for practical works for eliminating the ,,wedge" effect of photoresist 
layers. Experimental tests confirm proposed formula, which may be recommended for practical 
use. 

Z. KUŹMA, B. CHEŁMIŃSKI: Methods of Gold Recovery 

The review of methods of gold removing and reduction is given. Gold recovery from scrap FeNi 
and FeNiCo alloys is presented. 

A. KOSTKOWSKI: Preparation of Tungsten Wire tor Examination by Transmission Electron Mic 
roscopy 

The variety of different methods for the preparation of tungsten wire for examination by transmis-
sion electron microscopy was discussed and checked. The original method suitable for brittle, rec 
rystallized tungsten wire was worked out. The method is based on the mechanical polishing and 
subsequent electrolitical etching. 

K. BZIAWA,W. BUCHOLC: Obtaining of fine-grained powders of soft solders by the atomisation of 
- liquid metal 

The method of obtaining of soft solders' fine-grained powders and the laboratory installation for 
atomisation of liquid metal was presented. The powders are applicated to manufacturing the sol 
ders in the form of soldering paste. The influence of some technological parameters on graininess 
of obtained powders from the PbSn63 alloy and on efficiency of atomizing nozzle was described. 
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A. BAflSflH, A. KJIOKOUKU: PeHmeeHoecKUÜ Memod uccnedoeaHun 30HH0Ú cmpyK-
mypu meépóbix men HO npuMepe Meóu 

• peACTaB/ieH MeroA nccneAOBaHMn peHTreHOBCKMx cneKipoB c noMoiubio oahokpmc-
TanbHoro cneKipoMerpa b npuMeHeHMM ao 3oh eaneHTHoíi u npoBOfluMocTu 
B TBépAbix lenax. RpeAMeTOM anannsa 6bina cneKipanbHa« jihhmh CuK^z.s- ripeAno-
>KeHO cpaBHeHMe co cneKipaMM 43oto3mmcchm h reopeTMHecKoíí n/ioTHocTK) coctoa-
HMÍÍ. 

3. OTTO, A.XPVBAH, B. E)K030BCK\A : M E X A H U Y E C K O - X U M U ^ E C K O » n o n u p o e K a MOHO-
Kpucmannu^ecKux nnacmuH coeduHenuú muna fl v 

CAenaHM nccneAOsaHUfl npouecca MexaHUHecKOíí o6pa6oTKM nnacTMH apceHMAa 
n ctsoccjDUAa ranriMH. ri/iacTMHbi 6binM opneHTHpkjBaHHbie a HanpasneHMnx: (111) m 
(100). l/IccjieAOBaHO BnMnHne napaMerpoB npouecca ui/iucJjobkh Ha my6nHy 3Ae4)eK-
TMpoBaHHoro cnoH. OnpeAeneHOoniuMajibHbie napaMerpbisToro npouecca. CAenaHo 
cpaBHeHHe pesynbTaroB wexaHMHecKoíí n MexaHMHecKO-xuMMHecKoií no/iupoBKu 
nnacTMHOK GaAs m GaP. 

T. E. XPyCbTHHbCKA: OnpedeneHue Na u K e OKUCHUX coedunenufíx pymeHU» Me-
modoM nnoMeHHOÜ amoMHo-3MuccuoHHoú cneKmpoMempuu 

Pa3pa6oTaH aTOMHO-SMuccMOHHbiií cneKTpoMeipMHecKHM MeroA onpeAeneHMn koh-
ueHipauníí Harpun u Kanno b okmcu pyreHHn, pyrenaie cBMHua n pyienaie 
BMCMyra. 
06pa3MbiTpaBneHbi pacreopoM 6M HCI. OnpeAeneHMH npoBeAenbi b pacTBopeO.24 M 
HCI npMÓopoM nocTpoeHbiM nepes npMcoeAUheHne nnawenHoro 4)0T0MeTpa Zeiss 
MOAenb III K cneKTporpactjy l/ICn-51 c 4)0T03neKTpMHecK0M npncTasKOÍí <D3n-1 (4)o-
TOMHOKMTenu (D3y-17 u (D3y-22). 

K. MASyP, B. BE>KXOBCKH: MccneóoeoHue eoaHUKHoeeHu» ducnoKauuu Hecoom-
eemceufí e anumaKcua/ibHbix nnéHKOx KpeMHun 

Hcc/ieAOBaHo B03HMKH0BeHMe AHcnoKauMM HecooTBeTCTBnn b cmibHC nerunnpoBan-
Hbix 6opoM 3nnTaKCMnnbHbix nnéHKax KpeMHMn b 3aBMCMM0CTM oiTonmuHbi nnéHKn 
n Be/iMHUHbi HecooTBercTBHfl. B HacTOHLneií paSore 6bmM npmvieHeHbi penrrenoB-
CKMe Tonorpa4)MMecKne MeroAbi n n3MepeHMe KpnBbix ABOíÍHoro 0Tpa>KeHnn na peni-
renoBCKOM AByxKpncTanbHOM cneKipoMerpe. 
PaccMorpeHo roMHocTb oueHKM BenMsnHbi HecooTBercTBMn peméTKn noA/io>KKM m3 
KpMBbix ABoíÍHoro OTpa>KeHMH. ycTaHOB/neno, hto AncnoKaunn HecooTBeTCTBM« ivioryi 
pa3Bi/iBaTCH B KpeMHMBBbix 3nnTaKCManbHbix nnéHKax cor/iacno MOAennM AaHHbiM 
MeTKJCOM. HM>Ke paccHi/iraHHbix Mbikícom KpMTH4ecKnx ycnoBMÍÍ ne uMeei Meara 
B03HMKH0BeHMe Anc/iOKauMM HecoorBercrBHfl. nonyHeHbi pe3ynbrarbi noKa3biBaK3r, 
Hro BbiLue KpHrMHecKHX yc/ioButí Ann BOSHUKHOBenM« A'icnoKaunn HecoorsercrBun 
neoSxoAUMO npMcyrcrBMe KaKMx-nMÓo AncnoKaqHn b anuraKCManbHOM cnoe. yKaaa-
Ho, Hro npM rmarenbHOM 3nMTaKCnanbHOM npouecce mo>kho SHannrenbHo nepexo-
Aurb KpnruHecKMe ycnoBnn 6e3 renepaunM AucnoKaitMU HecooTBercrena. 

K. B 3 H A B A , fl. CEHKAPA: llonyi^eHue nopucmoeo eonbcppoMa u MonuódeHO Memo-
doM cneKOHun 

r i p e A c r a s n e n M e r o A n o n y M e n M n n o p u c r o r o c n e n e n n o r o B o n b c j j p a M a n M o n n Ó A e H a , 
ocHOBaHHbm na npmvieHeHMM b KanecTBe nopoo6pa30Barenn Ao6aBOK oKMcnoB bo-
nbcfjpaMa n MonnÓAena. 
B peaynbrare BoccranoBnenun OKncnoB b npeccoBKax b arMoc4)epe cyxoro boao-
poAa n aKrnBMSMpoBaHHoro cneKaHMn mo>kho nonynnrb nopucrbie Marepiianbi c xo-
poujuMM MexaHusecKHMM cBoíícrBaMM n paBHOMepHbiM pacnpeAeneHueM nop (ao 
60% o6.). 
Hopucrbifí Bonb4)paM nnM MonMÓAeH, nonyMenHbiíí npeAcrasneHHbiM MeroAOM, 
MO)KHO ycnetuHO npMMennrb Ann nony^enun K0Mn03nra Merann-ivierann weroAOM 
nponurKM, 
6 http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H 
ul. Konstruktorska 6, 0 2 - 6 7 3 W A R S Z A W A 

http://rcin.org.pl




